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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年2月4日(2016.2.4)

【公開番号】特開2015-50228(P2015-50228A)
【公開日】平成27年3月16日(2015.3.16)
【年通号数】公開・登録公報2015-017
【出願番号】特願2013-179272(P2013-179272)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/52     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/07     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/52     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   25/04     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成27年12月15日(2015.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミックス基板上に接合したパワー半導体素子をベースに接合し、又は、パワー半導
体素子をリードフレームに接合して構成される半導体装置であって、
　前記パワー半導体素子を接合した前記セラミックス基板を、前記ベース又は前記リード
フレームに、Ｓｎ－０～３．５Ａｇ－３～１０Ｃｕ－１～４Ｂｉ（ｍａｓｓ％）半田で接
合していることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記請求項１に記載した半導体装置において、前記パワー半導体素子は、その上面及び
下面電極が、前記Ｓｎ－０～３．５Ａｇ－３～１０Ｃｕ－１～４Ｂｉ（ｍａｓｓ％）半田
で、前記リードフレームに接合されており、各接合部の周囲をハードレジンで封止されて
いることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　前記請求項１に記載した半導体装置において、前記パワー半導体素子が接合された前記
セラミックス基板を、Ｓｎ－０～３．５Ａｇ－５～１０Ｃｕ－１～４Ｂｉ－０．００１～
０．１Ｓｉ（ｍａｓｓ％）半田で、前記ベースに接合していることを特徴とする半導体装
置。
【請求項４】
　前記請求項１に記載した半導体装置において、前記パワー半導体素子が接合された前記
セラミックス基板を、Ｓｎ－０～３．５Ａｇ－５～１０Ｃｕ－１～４Ｂｉ－０．００１～
０．１Ｔｉ（ｍａｓｓ％）半田で、前記ベースに接合していることを特徴とする半導体装
置。
【請求項５】
　前記請求項１又は２に記載した半導体装置において、接合に用いる半田がＳｎ－０～３
．５Ａｇ－５～１０Ｃｕ－１～４Ｂｉ（ｍａｓｓ％）半田であることを特徴とする半導体
装置。
【請求項６】
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　前記請求項１に記載した半導体装置において、前記セラミックス基板、もしくは、前記
リードフレームは、Ｎｉ系めっきを施した配線を有していることを特徴とする半導体装置
。
【請求項７】
　前記請求項６に記載した半導体装置において、前記Ｓｎ－０～３．５Ａｇ－３～１０Ｃ
ｕ－１～４Ｂｉ（ｍａｓｓ％）半田による接合部の厚さが５０～５００μｍであることを
特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　前記請求項１に記載した半導体装置において、前記パワー半導体素子として、ＳｉＣも
しくはＧａＮを用いることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　前記請求項１に記載した半導体装置において、前記パワー半導体素子を、Ｚｎ－Ａｌに
より、前記セラミックス基板もしくは前記リードフレームに接合していることを特徴とす
る半導体装置。
【請求項１０】
　前記請求項１に記載した半導体装置において、前記パワー半導体素子を、焼結Ａｇによ
り、前記セラミックス基板もしくは前記リードフレームに接合していることを特徴とする
半導体装置。
【請求項１１】
　前記請求項１に記載した半導体装置において、前記パワー半導体素子を、Ｃｕ－Ｓｎ系
金属間化合物により、前記セラミックス基板もしくは前記リードフレームに接合している
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　セラミックス基板上に接合したパワー半導体素子をベースに接合し、又は、パワー半導
体素子をリードフレームに接合して製造される半導体装置の製造方法であって、
　前記パワー半導体素子を接合した前記セラミックス基板を前記ベースに、又は、前記パ
ワー半導体素子を前記リードフレームに、Ｓｎ－０～３．５Ａｇ－３～１０Ｃｕ－１～４
Ｂｉ（ｍａｓｓ％）半田で接合していることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記請求項１２に記載した半導体装置の製造方法において、水素あるいは蟻酸による還
元雰囲気において、前記パワー半導体素子を接合した前記セラミックス基板を前記ベース
に、又は、前記パワー半導体素子を前記リードフレームに、前記Ｓｎ－０～３．５Ａｇ－
３～１０Ｃｕ－１～４Ｂｉ（ｍａｓｓ％）半田で接合していることを特徴とする半導体装
置の製造方法。
【請求項１４】
　前記請求項１２に記載した半導体装置の製造方法において、２５０～３５０℃の最高温
度で、前記パワー半導体素子を接合した前記セラミックス基板を前記ベースに、又は、前
記パワー半導体素子を前記リードフレームに、前記Ｓｎ－０～３．５Ａｇ－３～１０Ｃｕ
－１～４Ｂｉ（ｍａｓｓ％）半田で接合していることを特徴とする半導体装置の製造方法
。
【請求項１５】
　セラミックス基板上に接合したパワー半導体素子をベースに接合し、又は、パワー半導
体素子をリードフレームに接合して製造される電力用半導体装置を製造するための半田で
あって、Ｓｎに対して、０～３．５（ｍａｓｓ％）のＡｇ、３～１０（ｍａｓｓ％）のＣ
ｕ、１～４（ｍａｓｓ％）のＢｉを含んでいることを特徴とする電力用半導体装置を製造
するための半田。
【請求項１６】
　前記請求項１５に記載した電力用半導体装置を製造するための半田であって、前記Ｃｕ
を５～１０（ｍａｓｓ％）含んでいることを特徴とする電力用半導体装置を製造するため
の半田。
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【請求項１７】
　前記請求項１６に記載した電力用半導体装置を製造するための半田であって、更に、Ｓ
ｉを０．００１～０．１（ｍａｓｓ％）含んでいることを特徴とする電力用半導体装置を
製造するための半田。
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